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JEITA EDR-4712/600 

 

Technical Report of Japan Electronics and Information Technology Industrial Association 

 

Non-destructive recognition procedures of defects 
in Silicon Carbide Wafers 

(Part 6: The guideline for identifying and evaluating defects 
in Silicon Carbide Wafers using a combined method 

of optical inspection, photoluminescence 
and X-ray topography) 

 

1  Scope 

This part of JEITA EDR-4712 describes a procedure for identifying and evaluating defects on silicon 

carbide (SiC) homoepitaxial wafer by systematically combining three test methods of optical inspection, 

photoluminescence (PL) and X-ray topography (XRT). Additionally, this part exemplifies optical inspection, 

PL and XRT images to enable the detection and categorization of defects in SiC homoepitaxial wafers. 

 

2  Normative references and documents 

The following documents, in whole or in part, are normatively referenced to in this document and are 

indispensable for its application. For dated references, only the edition cited applies. For undated 

references, the latest edition of the referenced documents (including any amendments) applies. 

JEITA EDR-4712/100 Non-destructive recognition procedures of defects in Silicon Carbide Wafers – 

Part 1: Classification of defects 

JEITA EDR-4712/200 Non-destructive recognition procedures of defects in Silicon Carbide Wafers – 

Part 2: The measurement method for defects in Silicon Carbide Wafer by 

optical inspection 

JEITA EDR-4712/300 Non-destructive recognition procedures of defects in Silicon Carbide Wafers – 

Part 3: The measurement method for defects in Silicon Carbide Wafer by 

photoluminescence 

JEITA EDR-4712/500 Non-destructive recognition procedures of defects in Silicon Carbide Wafers – 

Part 5: The measurement method for defects in Silicon Carbide Wafer by 

X-ray topography 

 

3  Terms and definitions 

No terms and definitions are listed in this document.  

Regarding the terms and definitions used in this document, JEITA EDR-4712/100 is used for the definition 

of epitaxial layer defects of 4H-SiC homoepitaxial wafer, JEITA EDR-4712/200 for the definition of optical 

inspection method, JEITA EDR-4712/300 for the definition of PL method, and JEITA EDR-4712/500 for the 

definition of XRT method. 
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JEITA EDR-4712/600 

 

電子情報技術産業協会技術レポート 
 

SiC ウェーハの結晶欠陥の非破壊検査方法 
(Part 6：光学検査手法とフォトルミネッセンス法と 

X 線トポグラフ法による 
SiC エピタキシャル層欠陥クラス識別) 

Non-destructive recognition procedures of defects in Silicon Carbide Wafers 

(Part 6: The guideline for identifying and evaluating defects in Silicon Carbide Wafers 

using a combined method of optical inspection, photoluminescence and X-ray topography) 

 

1 適用範囲 

 このガイドラインは，光学検査手法とフォトルミネッセンス法と X 線トポグラフ法の三つの試験方法に

よって SiC ホモエピタキシャルウェーハに存在するエピタキシャル層欠陥の種類（クラス）を識別する検

査方法を規定する。さらに，エピタキシャル層欠陥の検出及びその分類を可能とする光学検査手法とフォ

トルミネッセンス法と X 線トポグラフ法による画像を例示する。 

 

2 引用規格及び文書 

 次に掲げる引用規格及び文書は，このガイドラインに引用されることによって，このガイドラインの規

定の一部を構成する。これらの引用規格及び文書は，その最新版（追補を含む。）を適用する。 

JEITA EDR-4712/100 SiC ウェーハの結晶欠陥の非破壊検査方法（Part 1：結晶欠陥の分類） 

JEITA EDR-4712/200 SiC ウェーハの結晶欠陥の非破壊検査方法（Part 2：光学検査手法による SiC エ

ピタキシャル層欠陥の検査方法） 

JEITA EDR-4712/300 SiC ウェーハの結晶欠陥の非破壊検査方法（Part 3：フォトルミネッセンス法に

よる SiC エピタキシャル層欠陥の検査方法） 

JEITA EDR-4712/500 SiC ウェーハの結晶欠陥の非破壊検査方法（Part 5：X 線トポグラフ法による

SiC エピタキシャル層欠陥の検査方法） 

 

3 用語及び定義 

 このガイドラインで用いる主な用語の定義に関して，4H-SiC ホモエピタキシャルウェーハのエピタキ

シャル層欠陥に関する定義は JEITA EDR-4712/100，光学検査手法に関する定義は JEITA EDR-4712/200，

フォトルミネッセンス法に関する定義は JEITA EDR-4712/300，X 線トポグラフ法に関する定義は JETA 

EDR-4712/500 を用いる。 
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